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平成29年度第2回電気系科学技術懇話会
H29 2nd EE Forum on Science and Technology
講演者：　角嶋　邦之　准教授（電気電子系）
Speaker: Prof. Kuniyuki Kakushima
(Department of Electrical and Electronic Engineering)

講演テーマ：ゲート絶縁膜技術
Title：Gate dielectric technology
日時：2017年5月22日(水) 17:30－18:30
場所：J233 講義室 (遠隔: H101講義室)
Date and time: 17:30－18:30, May 22nd (Wed), 2017
Lecture Room: J233 (remote: H101)
講演要旨：
集積回路用MOSFETの高性能化は微細化によってなされており、既にsub-1nmの寸法に到達したゲート絶縁膜の継続的な薄膜化は今後の技術の大きな課題である。2007年に導入されたHf系高誘電体材料を積層ゲート絶縁膜は大きなブレークスルーとなった。7nm世代の量産が始まろうとしている現在、新材料ゲート絶縁膜を直接半導体に形成する次世代ゲート絶縁膜技術が要求されている。本講演ではLa系高誘電体材料のゲート絶縁膜の形成や構造評価、電気特性について概説する。
Abstract:
Performance improvements in MOSFET for LSI circuits have been achieved by downsizing the dimensions. Especially for gate dielectrics which have been thinned down below 1 nm, continuous scaling over generations is one of the issues to be solved. The introduction of Hf-based high permittivity gate dielectric (high-k) capping technology since 2007 has been a breakthrough to resolve the issue for some generations. Upon the announcement of 7-nm generation, a novel gate dielectrics technology which can form a gate dielectric in direct contact with channels is required. With this background, the lecture will focus on La-based high-k from several points of view; formation, structure analysis and electrical performances. 
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